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【はじめに】 Mott 絶縁体では、ドープによりバンドフィリングを変化させることで価電子の遍歴性が回復し

て絶縁体金属転移（IMT）が起こり、急激な導電率の増加やバンドギャップの消失として観測される。一方

で、ランダムな化学置換は系の乱れを増加させ、キャリアの局在化という競合する効果ももたらす。特にペ

ロブスカイト型遷移金属酸化物へのアニオンドープでは、BX6 八面体で構成される伝導経路に直接乱雑

性が導入されるため後者の効果が優勢になると予想される。例えば LaVOxNｙ (LVON)は多結晶体の合

成例が報告されており、y=1においてもキャリアの局在が見られる[1]。しかし、多結晶体では粒界による外

因的な効果を否定できない。そこで我々は、エピタキシャル成長を利用した LVON単結晶薄膜（y<0.5）の

合成に取り組んできた[2]。今回は y=0.64まで窒素量を系統的に変化させた試料を合成し、電気輸送

特性、光学特性の評価を行った結果を報告する。 

【試料合成】 LVON 薄膜は窒素プラズマ支援 PLD 法を用いて La0.3Sr0.7Al0.65Ta0.35O3 (LSAT)および

SrTiO3 (STO)の(100)面上に基板温度 500 °Cで作製した。ターゲットには LaVO4焼結体を用い、窒素の

相対的な供給速度を変化させて組成を制御した。薄膜中の窒素量は核反応分析、結晶構造はX線回折

により評価した。電気抵抗率は四端子法及び二端子法、吸光スペクトルは紫外可視近赤外分光法及び

フーリエ変換赤外分光法を用いて測定した。  

【結果と考察】 LVON エピタキシャル薄膜は基板上にコヒーレン

トに成長し、優れた結晶性（002 ロッキングカーブの半値幅

<0.07°）と原子レベルで平坦な表面構造を有していた。全ての試

料は正のゼーベック係数を示し、電気抵抗率は窒素量 y の増加

とともに単調に減少したことから、窒素置換によるホールドープを

確認した。一方、La サイト置換体 La1-zSrzVO3 (LSVO)では z~0.2

で IMT が起こるのに対して LVON では、y=0.64 においても金属

的な電気伝導は見られなかった（Fig. 1）。また、LVON の吸収ス

ペクトルの低エネルギー側を外挿すると、y>0.38 で吸収端がほぼ

0 となるものの自由電子吸収は見られなかった（Fig. 2）。以上の

結果は、LVON ではキャリアの局在が支配的であることを明確に

示している。キャリアの局在の原因としては、窒素置換による BX6

八面体の局所的な歪みに起因するバンド幅の減少やランダムポ

テンシャルに起因する Anderson局在が考えられる。 
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Fig. 2 Absorption spectra of LVON 

thin films on STO substrates. 

Fig. 1 ρ-T curves of LVON thin films 

on LSAT substrates (solid lines) and 

LSVO single crystal [3] (dashed line). 
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